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�Étude du transistor à effet de champ

Information générale

Compétence visée

Utiliser un transistor à effet de champ dans des applications d’amplification.

Critères de performance

Utiliser les feuilles de caractéristiques du manufacturier

Vérifier le fonctionnement d’un JFET

Caractériser un JFET

Utiliser le graphique (abaque) ID(UGS) afin de calculer la polarisation d’un JFET

Réaliser un amplificateur simple

Mesurer l’impédance d’entrée

Mesurer l’impédance de sortie

Utiliser un JFET comme suiveur

Durée du travail pratique

La durée du travail pratique est de 4 heures.

Matériel

Semi-conducteurs

1 x 2N5459, BF245, 2N4401

Résistances

1 x 330W, 470W, 2k

2 x 10k

1 x potentiomètre 1M cermet horizontal

1 x potentiomètre 1k cermet horizontal

Condensateurs

1 x 0,1µF, 10µF radial, 100µF radial

Directives

Le travail se fait en équipe de deux stagiaires.

Le rôle des formateurs est d’aider les stagiaires à atteindre les critères particuliers de performance.

Les feuilles ou les manuels de caractéristiques des transistors utilisés doivent être disponibles durant le travail pratique.

Évaluation

Ce travail pratique est formatif. Vous devez faire vérifier votre travail tout au long de la période allouée à celui-ci.

�Vérification et examen des feuilles contenant les caractéristiques

Compléter le � REF _Ref334511868 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-1� en vous servant des feuilles de caractéristiques

Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC \r 1 �1���Transistor �UGSoff��IDSS���� Min.�Max.�Min.� Max.��2N5459������BF245������

Trouvez le brochage des JFETs que vous utilisez.

� EMBED Word.Picture.6  ���



� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC \r 1 �1�

La � REF _Ref334511879 \* MERGEFORMAT �Figure 10-1� montre l’allure d’un JFET vue d’un multimètre. Il faut trouver une jonction entre Grille et Drain et entre Grille et Source. Vérifiez vos JFETs.

�Caractérisation d’un JFET

IDSS

� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC �2�

Mesurez le courant IDSS de vos transistors et inscrivez le dans le � REF _Ref334511957 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-2�.

Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC �2���IDSS���2N5459���BF245���UGSoff

� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC �3�



Mesurez UGSoff en ajustant Ugg en partant de 0V et en augmentant jusqu’à ce que le courant ID devienne près de 0A. Inscrivez cette valeur dans le � REF _Ref334512032 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-3�.



Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC �3���UGSoff���2N5459���BF245����Polarisation automatique

� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC �4�

En vous servant d’un graphique ou de la formule de la fonction de transfert ID(UGS), trouvez la valeur de RS nécessaire afin d’avoir une tension de Drain de 10V. Réalisez votre circuit et faites les calculs et prenez les mesures demandés au � REF _Ref334512137 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-4�



Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC �4���Transistor�Items�Calculs�Mesures���UG����2N 5459�UD�10V����US�����ID�2,5 mA����UG����BF245�UD�10V����US�����ID�2,5 mA����Amplification simple

� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC �5�

* Selon l’étape � REF _Ref334512208 \n �10.4�

Faites les calculs et les mesures demandés au � REF _Ref334512260 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-5�.



Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC �5���Transistor�Item�Calculs�Mesures���Av����2N5459�Zentrée�����Zsortie�����Av����BF245�Zentrée�����Zsortie�����Le transistor à effet de champ utilisé en suiveur

Avec polarisation automatique

� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC �6�

La � REF _Ref334512289 \* MERGEFORMAT �Figure 10-6� montre une façon de faire qui n’est pas idéale mais qui est quand même fonctionnelle. Le principal défaut de cette configuration réside dans le fait qu’il y ait un diviseur de tension important créé par la transconductance (gm) du transistor et la résistance de polarisation RS. Faites les calculs et les mesures demandés au � REF _Ref334512344 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-6�.



Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC �6���Transistor�Item�Calculs�Mesures���ID�����US����2N5459�Av�����Zentrée�����Zsortie�����ID�����US����BF245�Av�����Zentrée�����Zsortie����

�Polarisation par générateur de courant

� EMBED Word.Picture.6  ���

Figure � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Figure \* ARABIC �7�

Il faut ajuster P1 de sorte que le courant de collecteur de T2 corresponde au IDSS de T1. Pour ce faire, vous ajustez P1 jusqu’à ce que UST1 vaille 0 volt. L’impédance de sortie se calcule à ce moment là selon la formule suivante.

Zsortie = -UGSoff / (2 x IDSS)

Faites les calculs et prenez les mesures demandés au � REF _Ref334512432 \* MERGEFORMAT �Tableau 10-7�.

Tableau � STYLEREF 1 \n �10�-� SEQ Tableau \* ARABIC �7���Items�Calculs�Mesures��UBT2����UET2����ICT2 = IDSS de T1����P1 ajusté à����UGS����Zentrée����Zsortie����

Faites vérifier votre travail.
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